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Grundlagen

® Die Kirchhoffsche Maschen und Knotenregel
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Passive Komponenten ﬂ("'
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® Kennlinien R=50 Q
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® Einfache Schaltungen - Gleichstrom und Wechselstrom-Signale und

Analyse
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Passive Komponenten (nicht Prafungsrelevant
aber trotzdem wichtig) _\_ﬂ(IT

Karlsruhe Institute of Technology

B Zeitbereich-Losung - was bedeutet Wechselstromanalyse
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Diode _\_ﬂ("'
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® Aufbau und Kennlinie, Verhalten in Sperrrichtung, Durchlassrichtung,
Durchbruch
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Diode (nicht Prufungsrelevant aber trotzdem
Wichtié) ¥ -\g(".

® Banddiagram
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Diode

® Bedeutung von Kleinsignalverhalten, Kleinsignalersatzschaltbild, was

Z--—"TD1

bedeutet Arbeitspunkt?
0.05-
004
Differenzieller 30.03—3
Widerstand: .02
rp =Ur/Ip o
0.0
0.60

0.65

T | T T T
0.70
ub/vV

T | T T T T
0.75 0.80

AT

Karlsruhe Institute of Technology

® Erweiterung des Kleinsignalersatzschaltbildes, z.B. mit Bahnwiderstand
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Diode (nicht Prafungsrelevant aber trotzdem
wichtig)

® Weitere Erweiterung des Kleinsignalersatzschaltbildes, dynamisches
Verhalten, Sperrschichtkapazitat und die Diffusionskapazitat

A O— -

-0 K

9 20.07.2020 Ahmet Cagri Ulusoy — Elektronische Schaltungen Institut fur Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Diode _\\J(IT
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® Schaltungen mit Dioden, einfaches Ersatzschaltbild zur Analyse von
einfachen Schaltungen
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Diode (nicht Prafungsrelevant aber trotzdem

wichtig)

® Gleichrichterschaltung
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Bipolartransistoren ﬂ("'
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® Aufbau, Kennlinien, Arbeitsbereiche (Sattigung und Normalbetrieb),
Ausgangskennlinienfeld, Early-Effekt

S

T | T | T | T | T | T
00 02 04 06 08 10 12 14 16
UCE/N

20.07.2020 Ahmet Cagri Ulusoy — Elektronische Schaltungen Institut fur Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Bipolartransistoren (nicht Prafungsrelevant
aber trotzdem wichtig) -\\J(IT

® Banddiagram
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Bipolartransistoren QAT

Karlsruhe Institute of Technology

® Kleinsignalersatzschaltbild, Berechnung von Kleinsignalparametern
(S, g, rcr), Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Vorspannungswiderstanden, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Kennlinien, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von Grol3signal-
Ersatzschaltbild
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Bipolartransistoren QAT
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® Kleinsignalersatzschaltbild, Berechnung von Kleinsignalparametern
(S, g, rcr), Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Vorspannungswiderstanden, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Kennlinien, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von Grol3signal-
Ersatzschaltbild
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Bipolartransistoren QAT

ttttttttttttttttttt f Technology

® Kleinsignalersatzschaltbild, Berechnung von Kleinsignalparametern
(S, g, rcr), Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Vorspannungswiderstanden, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von
Kennlinien, Arbeitspunktbestimmung mit Hilfe von Grol3signal-
Ersatzschaltbild
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Bipolartransistoren (nicht priafungsrelevant

aber trotzdem wichtig)

W Zuverlassiger Arbeitsbereich
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Bipolartransistoren QAT

® Grundschaltungen — Erkennen, Arbeitspunktbestimmung, )
Kleinsignalersatzschaltbild, Spannungsgewinn, Eingangswiderstand,
Ausgangswiderstand (Bipolar oder FET)
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Emitterschaltung Basisschaltung Kollektorschaltung

® Grundschaltungen mit Strom- und Spannungsgegenkopplung,
Wechselspannungskopplung mit Kondensatoren
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Bipolartransistoren (nicht Prafungsrelevant
aber trotzdem wichtig) -\\J(IT

® Frequenzgang
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FETs

® Funktionsweise, Aufbau, Kennlinien von JFETs, MOSFETSs

(Anreicherungs- und Verarmungstyp) und CMOS
Drein |
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FETs

AT

Karlsruhe Institute of Techn

® Funktionsweise, Aufbau, Kennlinien von JFETs, MOSFETSs
(Anreicherungs- und Verarmungstyp) und CMOS
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FETs (nicht Prufungsrelevant aber trotzdem
Wichti(g) ’ -\\J(IT

® Banddiagram, Body-Effekt, Miller-Effekt
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Verstarkerschaltungen _\\_‘(IT

ttttttttttttttttttt f Technology

® Mehrstufige Verstarker, Arbeitspunktbestimmung, Erkennung von
Grundschaltungen, Kleinsignalersatzschaltbild, Berechnung von
Verstarkung, Eingangs/Ausgangswiderstand...
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Differenzverstarker _\\_‘(IT

® Arbeitspunktbestimmung, Kleinsignalanalyse, Gegentakt und
Gleichtaktverstarkung, Stromspiegel und aktive Last
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Operationsverstarker _\_\J(IT

® Operationsverstarkerschaltungen, Zeitdiagramme (Ubung)
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Operationsverstarker (nicht Prafungsrelevant
aber trotzdem wichtig) -\-\J(IT

® Frequenzgang und Stabilitat-Analyse, Ruckkopplung
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Kippschaltungen _\\J(IT
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® Funktionsweise, Aufbau und Analyse, vor allem Schmitt-Trigger mit
Bipolartransistoren und Operationsverstarker
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® Monostabile und astabile Kippschaltungen sind nicht prafungsrelevant
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Digitale Schaltungen ._\ﬂ(".
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® Inverter (CMOS, Bipolar, nFET), Verlustleistung, Storabstande, Anstieg
und Gatterlaufzeiten
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Digitale Schaltungen
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® Gatterfunktionen in CMOS (mdglicherweise nFET Logik)

® Wahrheitstabelle erstellen, Logikfunktionen erkennen (Or, And, NOR,

NAND, EXOR, EXNOR)

® Tristate Logik und Transfergatter
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Digitale Schaltungen AT
® Sequentielle Logik FTacmolon

B Gattern erkennen, erkennen welche sequentielle-Logik Schaltung,
Wabhrheitstabelle erstellen, Zeitdiagramme

OR — Gatter _
R—1 >1 S R Q Q
Q
1 1 0 0
— 1 0 1 0
] Q
NOR — Gatter 0 1 0 1
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Digitale Schaltungen AT
® Sequentielle Logik FTacmolon

B Gattern erkennen, erkennen welche sequentielle-Logik Schaltung,
Wabhrheitstabelle erstellen, Zeitdiagramme
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